






























図1は200keV電 子線を室温で照射 したGaP試 料の電子顕微鏡写真である。(a)は 照射のす ぐあと、










図1200keV電 子線を照射 したGaPの 電子顕微鏡写真。a)は 照射直後のもので、丸印に照射領域












子間原子の数 σを求 めた(3x1015cm一2)。 こ
の値 と、単位体積 あた りの集 合体の数CLと 最
終到達 サイズr。の測定 から集合体 に集 まった全
格子間原子数C匡(。。)を見積 もることができる。
図2に 示す ように、照射条件(照 射量 と照射温
度)が 同 じな らCK(。。)は熱処理温度によ らな
いことがわかった。CL(。 。)は、1)照 射温度
が一定 なら照射量の2乗 に比例 して増加 し(図




















係 。 熱 処 理 の ま え に 、 四 角 で















































































れば、C鼠 。。)はT皿の関数として変化するはずである。3)に ついても2)と まったく同様め考察から
理解できる。
これら3つ の結論をふまえて試料中での点欠陥反応モデルを作 り、C瓦(。。)とDの 関係を数値的にシ
ミュレーションした結果は実験結果とよい一致を示 した(図3の 実線)。 照射温度によって彩成量が変








となる。 ここでM。 は格子間原子対 の移動度、αは
集合の しやす さをあらわす定数である。 この理論式
は実験からえられた式(1)と 完全に一致 している。
(1)、(2)式 より、
・訟一α窄 嘱 一α穿 臨 ・xp一髭(3)
の関係式 が導かれた。実験で えられたr。Aと 熱処理
温度丁㎝の関係をあらわ したのが図6で ある。(3)





















ついて緻 した・・訂 励猷 脚 餌 格子間原子対が形晦 れ斥 の離合集灘 ま
.り格輝 彫 の集合
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